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1.はじめに

特定の波長の光のみを反射させ，それ以外の

波長の光を透過させる光学フィルターの性能が，

遺伝子解析等の重要な分析手段である蛍光分析装

置の性能に直結する。究極の性能のためには，薄

膜材料の屈折率が膜厚方向に連続して周期的に変

化するルゲートフィルター作製が必要である。本研

究では，真空を破ること無しに容易に１つのカソ

ードで，対向ターゲット間磁場分布を変化できる

ハイブリッド対向スパッタを用いて，作製が非常

に困難といわれる，薄膜材料の組成が膜厚方向に

連続的に変化する傾斜型組成薄膜作製の検討を

行った 1)。

2.実験とまとめ

傾斜型組成薄膜作製のために、プロセス(1)：対

向する可動棒磁石を左右対称に移動させる薄膜作

製方法（図１参照）2-5)、プロセス(2)：可動棒磁石を

左右非対称に移動させて薄膜作製方法（図２参照）、

を行うことが必要である。

プロセス(2)で左のターゲットに Si，右のターゲット

に Ti を使用して，印加電力一定で実験を行ない

Si/Ti の組成比を約 90 倍変化させることが可能で

あることを報告した 1)。

今回は，左右のターゲット材料に Si を用いてプロ

セス(1)と(2)について検討した。堆積条件は DC 印

加電流を 4A とし、Ar 流量を 16sccm 一定とし堆積

速度の測定を行った。ターゲットも直径 90 mmφで

ある。プロセス(1)では堆積速度が約 8％変化できた。

プロセス(2)では，堆積速度を約 27％変化させること

ができた。

これらの結果から他のスパッタ条件が同じでも可

動棒磁石を左右非対称に変えただけで，左右ター

ゲットが同一材料でも，堆積速度を大幅に変化でき

るという結果が得られた。
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